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Beschreibung 
Elektronikeinheit 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Elektronikeinheit mit 
einem niedrigschmelzenden metallischen Trager, auf dem eine 
Isolierschicht , auf der Isolierschicht ein Leiterbahnsystem 
und auf dem Leiterbahnsystem elektronische Leistungsbauele- 
mente angeordnet sind, 

Bei derartigen Elektronikeinheiten ist es bekannt, das Lei- 
terbahnsystem mittels einem Warmeubertragungsmedium wie einer 
Warmeleitpaste oder einem Warmeleitkleber thermisch an den 
als Kuhlkorper dienenden Trager anzubinden. Zur Abfuhr der 
von den Leistungsbauelementen erzeugten Warme ist dabei so- 
wohl der Warmeubergang des Warmeiibertragungsmediums als auch 
der des Tragers zu berucksichtigen . Da die Warmeiibertragungs- 
medien den groSten Anteil am Warmewiderstand der Elektronik- 
einheit aufweisen, ist die erzielbare Warmeabfuhr so be- 
schrankt, dass sie fiir Prazisionselektroniken weitgehend un- 
zureichend ist. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Elektronikeinheit und 
ein Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit zu 
schaffen, die bei einfachem Aufbau und leichter Herstellbar- 
keit eine gute Warmeabfuhr der von den Leistungsbauelementen 
erzeugten Warme ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird bei einer Elektronikeinheit dadurch er- 
reicht, dass die Isolierschicht eine gesinterte elektrisch 
isolierende Polymerschicht ist, auf der das aus einer gesin- 
terten Glasfritte mit Edelmetallf ullung bestehende Leiter- 
bahnsystem angeordnet ist. 

Durch diese Ausbildung wird ein derart guter Warmeubergang 
von den Leistungsbauelementen zum Trager und von dem Trager 
zur Umgebung erreicht, dass die fiir Prazisionselektroniken 
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erf order liche Abfuhr der von den Leistungsbauelementen er- 
zeugten Warme gewahrleistet wird. 

Dabei konnen die Polymerschicht und das Leiterbahnsystem 
problemlos nicht nur auf planen sondern auch auf dreidimensi- 
onalen Oberflachen des Tragers angeordnet werden. Polymer- 
schicht und Leiterbahnsystem konnen dabei uber verschiedene 
Ebenen wie Schragen und Rundungen gefuhrt und entsprechend 
auch die Leistungsbauelemente an den unterschiedlichsten 
Stellen des Tragers platziert werden. 

Die Schichten dieses Schichtensystems sind sowohl direkt oder 
in einem Transf erverf ahren mit wenigen Arbeitsgangen auf den 
Trager aufbringbar. 



tergendwelche Vorbehandlungen der Trageroberf lache wie z.B. 
eine chemische Vorbehandlung sind nicht erf orderlich. 

Vorteilhaft ist es, wenn die Edelmetallf ullung eine silber- 
oder silberhaltige Fullung ist. 

Ist die Glasfritte eine niederschmelzende Glasfritte, insbe- 
sondere mit einem deutlich niedrigeren Schmelzpunkt als dem 
Schmelzpunkt des Materials des Tragers, so kann die Glasfrit- 
te problemlos auf den Trager aufgesintert werden. 

Der metallische Trager besteht vorzugsweise aus einem Materi- 
al mit einem Schmelzpunkt < 600 **C. Dabei ist es einfach her- 
stellbar und gut warmeableitend, wenn der Trager aus Alumini- 
um Oder einer Aluminiumlegierung besteht. 

Zur Verstarkung der Warmeabfuhr an die Umgebung kann der Tra- 
ger Kiihlrippen aufweisen. 




Die Leistungsbauelemente konnen Leistungshalbleiterelemente 
und/ Oder Treiberbauelemente einer Treiberelektronik sein. 
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Dariiber hinaus konnen zur Vervollstandigung der Schaltung auf 
dem Leiterbahnsystem auch elektrische und/oder elektronische 
Bauelemente angeordnet sein. 

Das dickschichtartige Leiterbahnsystem ermoglicht es, dass 
die Leistungsbauelemente und/oder elektrischen und/oder 
elektronischen Bauelemente durch Loten und/oder durch Bonden 
leitend mit dem Leiterbahnsystem verbunden sind. 

Die elektrisch isolierende Polymerschicht besitzt vorzugswei- 
se eine Dicke von etwa >20 /zm. Dabei sollte die Polymer- 
schicht moglichst homogen sein und keine Poren oder Luftbla- 
sen aufweisen. 

Um auf einer geringen Flache des Tragers eine umfangreiche 
Elektronik anordnen zu konnen, kann auf dem Leiterbahnsystem 
und den elektronischen Leistungsbauelementen eine weitere aus 
einem gesinterten Polymer bestehende Isolierschicht angeord- 
net sein, auf der ein weiteres aus einer gesinterten Glas- 
fritte mit Edelmetallf villung bestehendes Leiterbahnsystem an- 
geordnet ist, auf dem weitere elektronische Leistungsbauele- 
mente angeordnet sind. 

Auf die gleiche Weise konnen auch noch weitere aus Polymer- 
schicht und Leiterbahnsystem bestehende Schichtensysteme auf- 
gebracht sein. 

Bei einem Verfahren wird die Aufgabe dadurch gelost, dass auf 
den Trager eine elektrisch isolierende Polymerschicht aufge- 
bracht, getrocknet und in einem Temperaturprozess gesintert 
wird, dass das Leiterbahnsystem als Pastensystem aus nieder- 
schmelzender Glasfritte mit Edelmetallf ul lung auf die Poly- 
merschicht aufgebracht, getrocknet und in einem Temperatur- 
prozess gesintert wird und dass danach die elektronischen 
Leistungsbauelemente leitend auf dem Leiterbahnsystem ange- 
ordnet werden. 
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Dabei erfolgt der Sinterprozefi derart kontrolliert , dass die 
Polymerschicht nicht verbrennt, sondern die chemisch- 
physikalischen Eigenschaf ten des polymeren Grundmaterials er- 
halten bleiben. Somit bleibt dabei nicht nur die isolierende 
Eigenschaft der Polymerschicht bestehen, sondern es wird auch 
die Leitf ahigkeit des Leiterbahnsystems hergestellt. 

Das Aufdrucken insbesondere im Siebdruckverf ahren von Poly- 
merschicht und Leiterbahnsystem ist einfach und kostengunstig 
durchf lihrbar . 

Zur Reduzierung der Arbeit sgange konnen die Temperaturprozes- 
se zum Sintern der Polymerschicht und zum Sintern des Leiter- 
bahnsystems als ein gemeinsamer Sinterprozess erfolgen. 

Der Trockenprozess der Polymerschicht und/oder des Leiter- 
bahnsystems erfolgt vorzugsweise bei einer Temperatur von 
etwa 150 *»C. 

Dabei konnen die Losungsmittel aus der Polymerschicht und dem 
Material des Leiterbahnsystems ausdampfen. 

Der Temperaturprozess zum Sintern der Polymerschicht erfolgt 
vorzugsweise bei einer Temperatur von etwa 200 ^'C und dauert 
etwa eine Stunde, 

Zum einfachen Aufbringen des Schichtensystems im Transferver- 
f ahren kann auf einen flexiblen Trager ein Schichtverbund aus 
einer elektrisch isolierenden Polymerschicht sowie aus einem 
auf der Polymerschicht angeordneten Leiterbahnsystem, das als 
Pastensystem aus niedrigschmelzender Glasfritte mit Edelme- 
tallfiillung besteht, aufgebracht und getrocknet werden, der 
Schichtenverbund mit der Polymerschicht auf dem Trager auf- 
liegend auf den Trager aufgebracht und der flexible Trager 
vom Schichtenverbund getrennt werden sowie der Schichtenver- 
bund in einem Temperaturprozess auf den Trager aufgesintert 
werden . 
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Erfolgt auf kontrollierte Weise der Temperaturprozess zum 
Sintern der Polymerschicht und/oder zum Sintern des Schich- 
tensystems oder zum Sintern des Schichtenverbundes bei einer 
Temperatur zwischen etwa 450 °C und 550 ^C, vorzugsweise bei 
etwa 500°C, so bleibt die Polymerschicht und ihre Isolierei- 
genschaft bestehen, wahrend das Material des Leiterbahnsys- 
tems elektrisch leitend wird. 

Die elektronischen Leistungsbauelemente und/oder elektrischen 
und/oder elektronischen Bauelemente konnen in einfacher Weise 
durch Loten und/oder durch Bonden und/oder durch Leitkleben 
leitend auf dera Leiterbahnsystem angeordnet werden. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden naher beschrieben. Die ein- 
zige Figur der Zeichnung zeigt eine Querschnittsansicht einer 
Elektronikeinheit . 

Die dargestellte Elektronikeinheit weist einen Trager 1 aus 
Aluminium auf, der auf seiner einen Seite mit Kiihlrippen 2 
versehen ist. 

Auf der den Kuhlrippen 2 entgegengesetzten Oberflache ist 
eine elektrisch isolierende Polymerschicht 3 mit einer Dicke 
von 20 fim im Siebdruck aufgedruckt und gesintert. 

Ebenfalls im Siebdruck ist anschlieSend auf die Polymer- 
schicht 3 als Pastensystem ein Leiterbahnsystem mit drei Lei- 
terbahnen 4, 5 und 6 aus einer Glasfritte mit einer Silber- 
fullung aufgedruckt und anschlielSend gesintert worden, wobei 
innerhalb eines Bereichs der Leiterbahn 6 eine Widerstands- 
schicht 7 auf die Polymerschicht 3 aufgedruckt ist . 

Auf der Leiterbahn 5 ist ein Leistungshalbleiterelement 8 an- 
geordnet, das uber einen Bonddraht 9 mit der Leiterbahn 4 
ve rbunden ist. 

Ein als SMD-Bauteil ausgebildetes elektronisches Bauteil 10 
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ist mit seiner ersten Kontaktf lache 11 mit der Leiterbahn 5 
und mit seiner zweiten Kontaktf lache 12 mit der Leiterbahn 6 
verlotet . 
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Patentanspruche 

1. Elektronikeinheit mit einem niedrigschmelzenden metalli- 
schen Trager, auf dem eine Isolierschicht , auf der Iso- 
lierschicht ein Lei terbahnsys tern und auf dem Leiterbahn- 
system elektronische Leistungsbauelemente angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Isolierschicht 
eine gesinterte elektrisch isolierende Polymerschicht (3) 
ist, auf der das aus einer gesinterten Glasfritte mit 
Edelmetallfullung bestehende Leiterbahnsystem angeordnet 
ist . 

2. Elektronikeinheit nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Edelmetallfullung eine silber- oder 
silberhaltige Fullung ist. 

3. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Glasfritte eine 
niederschmelzende Glasfritte ist. 

4. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (1) aus 
Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht . 

5. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Trager (1) 
Kuhlrippen (2) aufweist. 

6. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsbau- 
elemente Leistungshalbleiterelemente (8) und/oder Treiber- 
bauelemente sind. 

7. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Leiterbahn- 
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system elektrische und/oder elektronische Bauelemente an- 
geordne t s ind . 

8. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Leistungsbau- 
elemente und/oder elektrischen und/oder elektronischen 
Bauelemente durch Loten und/oder durch Bonden leitend mit 
den Leiterbahnsystem verbunden sind. 

9. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch iso- 
lierende Polymerschicht (3) eine Dicke von etwa >20 ^m be- 
sitzt . 

10. Elektronikeinheit nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem Lei- 
terbahnsystem und den elektronischen Leistungsbauelementen 
eine weitere aus einem gesinterten Polymer bestehende Iso- 
lierschicht angeordnet ist, auf der ein weiteres aus einer 
gesinterten Glasfritte mit Edelmetallf iillung bestehendes 
Leiterbahnsystem angeordnet ist, auf dem weitere elektro- 
nische Leistungsbauelemente angeordnet sind. 

11. Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit nach 
einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass auf den Trager (1) eine elektrisch isolierende 
Polymerschicht (3) aufgebracht, getrocknet und in einem 
Temperaturprozess gesintert wird, dass das Leiterbahnsys- 
tem als Pastensystem aus niederschmelzender Glasfritte mit 
Edelmetallf ullung auf die Polymerschicht (3) aufgebracht, 
getrocknet und in einem Temperaturprozess gesintert wird 
und dass danach die elektronischen Leistungsbauelemente 
leitend auf dem Leiterbahnsystem angeordnet werden. 

12 . Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass die Temperaturprozesse zum Sintern der 
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Polymerschicht (3) und zum Sintern des Leiterbahnsystems 
als ein gemeinsamer Sinterprozess erfolgen. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 und 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Trockenprozess der Polymer- 
schicht (3) und/oder des Leiterbahnsystems bei einer Tem- 
peratur von etwa 150 erf olgt . 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Temperaturprozess zum Sin- 
tern der Polymerschicht (3) bei einer Temperatur von etwa 
200*^0 erfolgt. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Temperaturprozess zum Sintern der 
Polymerschicht (3) etwa eine Stunde erfolgt. 

16. Verfahren zur Herstellung einer Elektronikeinheit nach 
einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeich- 
net , dass auf einen f lexiblen Trager ein Schichtverbund 
aus einer elektrisch isolierenden Polymerschicht sowie aus 
einem auf der Polymerschicht angeordneten Leiterbahnsys- 
tem, das als Pastensystem aus niedrigschmelzender Glas- 
fritte mit Edelmetallf lillung besteht, aufgebracht und ge- 
trocknet wird, dass der Schichtenverbund mit der Polymer- 
schicht auf dem Trager aufliegend auf den Trager aufge- 
bracht und der flexible Trager vom Schichtenverbund ge- 
trennt wird und dass der Schichtenverbund in einem Tempe- 
raturprozess auf den Trager aufgesintert wird. 

17. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Temperaturprozess zum Sin- 
tern der Polymerschicht (3) und/oder zum Sintern des 
Schichtensystems oder zum Sintern des Schichtenverbundes 
bei einer Temperatur zwischen etwa 450°C und 550°C, vor- 
zugsweise bei etwa 500**C erfolgt. 
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18. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektronischen Leistungs- 
bauelemente und/oder elektrischen und/oder elektronischen 
Bauelemente durch Loten und/oder durch Bonden und/oder 
durch Leitkleben leitend auf dem Leiterbahnsystem angeord- 
net werden. 
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Zus ammen fas sung 
E 1 ek t roni ke inhe i t 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Elektronikeinheit mit ei- 
nem niedrig schmelzenden metallischen Trager 1, auf dem eine 
Isolierschicht , auf der Isolierschicht ein Leiterbahnsystem 
und auf dem Leiterbahnsystem elektronische Leistungsbauele- 
mente angeordnet sind. Die Isolierschicht ist eine gesinterte 
elektrisch isolierende Polymerschicht 3, auf der das aus ei- 
ner gesinterten Glasfritte mit Edelmetallfiillung bestehende 
Leiterbahnsystem angeordnet ist . 



(einzige Figur der Zeichnung) 
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Bezugszeichenliste 



1 Trager 

2 Kuhlrippen 

3 Polymerschicht 

4 Leiterbahn 

5 Leiterbahn 

6 Leiterbahn 

7 Widerstandsschicht 

8 Leistungshalbleiterelement 

9 Bonddraht 

10 elektronisches Bauteil 

11 erste Kontaktseite 

12 zweite Kontaktseite 
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